
主要特性和优势
 1350V沟槽栅极场截止IGBT
 电流能力：25-35A
 低导通损耗
 优化的关断能耗适合软开关换向
 低压降二极管
 以下因素增强了可靠性和稳健性：
 高击穿电压
 最大结温：TJ = 175°C

 采用TO-247长引脚封装

主要应用
 电磁炉
 变频微波炉
 电饭煲

大幅提高单开关准谐振转换器的效率适用于感应加热系统

更高的电压范围适用于电磁炉

STPOWER 1350V
IH2系列IGBT

www.st.com

专为感应加热应用而设计的1350V IH2系列沟槽栅 
场截止IGBT技术可提供更高的击穿电压、更低的
VCEsat，以及更低的热阻。
此外，由于采用低压降二极管和优化了关断能耗，
该系列适合在16 - 60kHz的宽泛开关频率范围内提
高单开关准谐振转换器的效率。 

最后，较高的击穿电压增强了可靠性和稳健性，能
够在所有运行条件下提供合适的裕量。

https://www.st.com/content/st_com/zh.html


关于意法半导体产品和解决方案的更多信息，请访问www.stmicroelectronics.com.cn订购代码：FL2304IGBTIH2
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产品系列

产品编号 BVCES（V） ICN（A） VCesat
1（V） EOFF

2（mJ） VF（V）1 封装

STGWA25IH135DF2
1350

25 1.7 0.39 1.15
TO-247 
长引线

STGWA35IH35DF2 35 1.7 0.58 1.2

注意： 1.@ VGE = 15V, ICN, TJ = 25°C 
 2.电容性负载时的开关特性

STPOWER 1350V IH2系列IGBT 更高的电压范围适用于电磁炉

应用比较 
图1将STGWA35IH135DF2与竞争产品进行了对比。测试在功率为1.5至2.5 kW的单开关准谐振转换器（典型电磁炉拓扑）中进行， 
环境温度为25°C。列显示总功率损耗，而顶部的值表示测得的外壳温度。 

如下图所示：在整个输入功率范围内，STGWA35IH135DF2在功率损耗和壳温方面明显优于主要竞争对手；在输入功率为2kW
时，功率损耗比竞争对手低8-11%：

因此，新型ST 1350V IH2系列IGBT是适合单开关准谐振转换器的有效解决方案。

图1：功率损耗与TC vs输入功率
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图2：2 kW PIN时功率损耗与TC
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